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1 . Dleser Internationale vorlauflge PrQfungsbericht wurde von der mit der Internatlonalen voriauflgen PrOfuna 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemdB Artikel 36 Qbermlttelt i-ruiung 



2. Dleser BERICHT umfaSt insgesamt 5 BlStter elnschlieOlich dieses Deckblatte. 



AuBerdem liegen dem Berlcht ANLAGEN bei; dabei handelt as sich urn Blatter mit Besciireibunaen AnsorOchen 
undfoderZeichnungen, die geSndert wurden und diesem Bericht zugrunde llegen undS bE mrt vor^^^^^^^ 
Behorde vorgenommenen Berichttgungen (siehe Regel 70.16 und /U,schnitt 607 der VewLfuSsricMlin^^^^^^^ 



I zum 



Diese Aniagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Berlcht enthalt Angaben zu folgenden Punklen: 

Grundlage des Bescheids 
Prloritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuhelt. erflnderlsche Tatlgkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfi'ndung 

nfSn^htn 1^^^^ ?^^;*'m hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerbhchen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur StOtzung dleser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
Bestlmmte Mangel der internatlonalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internatlonalen Anmeldung 



1 


ISi 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


IS 


VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 
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Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



I 




Internationales Aktenzeichen PCT/DF nrj/nnanci 



Grund/age des Berichts 



Beschreibung, Seiten 

1-3, 5-24 
4,4a 

Anspruche, Nr. 

1-17 

Zelchnungen, Blatter 

1/7-7/7 



in der ursprtinglich eingereichten Fassung 
emgegangen am 23.03.2005 mit Schreiben vom 22.03.2005 

eingegangen am 23.03.2005 mit Schi^iben vom 22.03.2005 
in der ursprOnglich eingereichten Fassung 



2. Hinsichitlicli der Sprache- AIIp vnrotoh^^^ 
□ d,e Ve^fsntliohungsspnache der IntemaUonaten Anmaldur^ (nach Renal 48 3(b» 



a '"■'«nn,ematlo„a,enA„meldu.ginsch«,icharFo™enW.en.s. ' 

o =rr=:— ^^^^^^^ 

□ Die Erklarung, daB die In comDutPri.ch a J ^"'"eldeze.tpunlrt ii.nausgelit, wurde vorgelegt. 
SequenzprotSko/i eXrer^TurSXe^e^^^^ 'nformationen dem schriftlichen 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung. Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Biatt: 



die 
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JNTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCTyPF 03/00906 



° a^gegeK G^nd^n^ feltr^? ^^"9- -^tellt worden. da diese aus den 

emgereichten Fassung hinaSsgehfn (R^g^ ^^^^^ ""^"^ Offenbamngsgehalt In de? jSpSinSLh 

6. Etwalge zusStzIiche Bemerkungen: 

Neuheit (N) 



Erfinderische Tat/gkeit (IS) 



Ja: Anspruche 1-1 7 
Nein: Anspruche 
Ja: AnsprQche 1-17 

Gewert,«cheAm«ndbart<e«(W) ji"'' ^SIJr'L^. 

Nei'n: Anspruche: 



2. Unteriagen und Erklarungen; 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAURGER 
PRUFUNGSBER inuT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzelchen PCT/DE 03/00906 



Zu Punkt V 



Feststellung ' unreriagen und Erklarungen zur StCitzung dieser 



1 . Es wird auf das folgende Dokument vewiesen: 
D1: DE-A-1 99001 69 



2. 



19(2) / Artlkel 34(2)(b) pci^T " zugelassen (Artikel 

Insbesondere wird alR Kanai^^K:^* -i-^M 



inoh«7 J u. lysoeispieie interpretiert ' 

Strom mittels einer VerarlnSfblS^bartr *^ 

der nur die G^nddoMemng auS,r«i'rs Wort^^^^^^^ 



drOe~SS^S^ - o.. .a... . 

ganze Kanalgebiet dailtelft) Ka~L»^^^®'''f das 

Ten des Kanalgebiets "eing;bettTd''^."fonS^ dem niedr,g dotlerten 

abgegienzt. Deswegen flie^ der Strom ^ n?!!!,^ 3 ^- "nten 
Kananeiturigsgebiet und daVre^iloT^^^^ bevorzugt in dem 

Sohwankunlen in der l4ramS?^^e?una& f T*™'" '^^"'"^^ ^^>^ 
Roile in der Arbeitsweise des SStes nLh a^^'^^'^ ^^^r i^ieine 
Anmeldung. Die Einstellung vorf Sund ?>Stte?iS''"* ^^-^ "^iegenden 

Oastarisi^^^^^^^^ 

.ecbnoiogiscbe Stabi,«Z« nre^S^^^^^^^^^^^^ 



=brmblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Aprll 



vortsgenden AnmSdX e^^S zu'i^" «'"9«-'<='^'-" Anspruchs 1 der 



PCT/Belblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997) 



t-03-2005 ' 

2001P16203WO 

PCT/DE03/00906 ' ^^^^^^P^OB 

■ ' . 4 ■ • . 

• schicht, so dass auch hier aus den vorsteh^nH 

jcwexis xn Form -ernes Sic-MO^^inrT'' o -k 1. . 

. bzw. in einer n-leitenrf.r, ^ ^^^^erum m exner p-leitenden 

n leatenden epitaktisch auf gewachsenen Schicht. 

SchlieJSlich ist in def DE 199 00 16Q ai' • 

10 ciumcarbid-Feldeffekttran.i\ vertikaler Sili- 

^j-uexteKctransistor xmd ein v<ai-f==-hv.^ 
Herstellung angegebefi h^-i ^ v:erfaHren zu seiner' 

bei dem em vertikal orientierter- To-i+- , ^ ^ekannt, 

Mittex. zur Vez^inde™., Ces «nXau*'lde«tande! ^ '■ ' 

Ausgehend von letEterem stand der Teohnik . 
20 die Au.gabe .ugrunde, elnen HaU^lelte^lirf ^-""^-^ ' 

------ 3oXc.en;HaXMe.te„ui^a:^:™^^^ ' 

zur LiSsung der den HaXbXeiteraufbau betref fend„ a v, 
e.n HalbXeXteraufbau entsprechend den Mer^Xen d ' : "'"^ 
gxgen Patentanspruchs X angegeben Eln ^ "nabhan- 
lungsve^abren- Xat i.- Patentan^^S L':^^''^^ 
30 dungen des HaXbXeite«ufbau3 einerseiL Weiterbil- 
ve..aK.ens andererseits sXnd TZZZ ^ 
sprOche, " abhangigen An- 

Bel dem erfindungsgeriSBen HaXblelteraufl,^, 
35 -^--Stron. handext es slch ™ eilen ^"^^ ' 

eingangs bezeXchneten Axt, beX dexa ^'L'Jt 
na.,ebXet eXn 3t.^.<i.rung bestX:.tt"Ll"^~/^' 



GEAENDERTES BLA"^ 



^03-2005 

2001P16203WO- DE0300906 
PCT/DE03/00906 

. 4a 

biet, das den ersten Leitungstyp und eine verglichen ait der 
Grm^ddotierun, hah^re Dotier^g aufweist, ^tL.t. 

Die Erfindung beruht auf <ler Erkenntnis, dass durch ^ 
exne zusatzlich in daa Kanalgebiet vorgesehene Zone mit einer ' 
Till d- restlichen Kanalgebiet haheren Dotier- 

stofftonzentration die Empf indlichkeit dea Halbleiteraufbans 
gegenober technologiebedingten Schwankungen bei der He'l"! ' 
■ lung erheblich redu.iert, .„enn nicht sogar vollatandig belL- • 
txgt warden kann. Die zu.Mtziich vorge.ehene Zone, die LeT 
ala Kanalleitungsgeblet bezeichnet „ird, ist «it Dotierstot- 
fen vom. gleichen Ladungstragertyp ,n Oder p, „ie auc^ dafl 
nalgebiet dotiert . sie beati^t i. WeaentiLen di:tlf ^t j- 



10 



GEAENDERTES BLATT 



---^ 2001P16203W6 

' . PCT/DE03/009.06 DE0300906 

25 

Patentansprtiche • 

■ -in::;:;:::"'"'""" ^.^^-^"-^ ^^-^ ■<^' -^a^se.. • 

-r,.aben.3 I„.el,eblet ,3, sines Li^r^ Te 

c) einen ztjiaindest teilweise inr,«a>-v,= ii, ^ 
^ tergebiets ,2, verlaufenden strompfad, " 
a) ein Kanalgebiet (22), 
dl) wobei das . Kanalgebiet (22) ^ 
15 biets (2) ist,. • Halbleiterge- 

d2) eine Grunddotierung aufweist • rmd 

d3) innerhalb dessen der Strom (i, .ittels wenigstens einer 

Verarmungszone (23, 24) beeinf lussbar ist, Ibei 
d4, das Kanalgebiet (22) ein zur Strcrtihrung bestLtes Ka- 
20 nalleitungsgebiet (22'^^ ri=» ^ai-inimres Ka- 

y yexjier (225), das den ersten Leitungstvo unH 

algebxet (22) als laterales Kanalgebiet ausgebildet ist. 
Peide«e..t:il\l^™;^^^^^^^^^^ Spe„3cbicbt- 

de. S.l.cxu^arbld als Halbleiter^terial vorgesien 

bei^Ii^'s'LTr*^" vorhergehenden AnsprUche, 

Sich d.e xnnerhalb des Kanalgebiets <22, vorhandene ' 



GEAENDERTES BLA-p- 
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2001P16203WO 

• PCT/DE03/00906 DE0300906 



26 



Gesamtladung. de.s ersten LeitunCTCii-.^o 

8. Halbleiteraufbau nach.Anspruch 7 ho<^ ^ 

^^"ungstyp entgegengesetzten Leltungstyp hat. 

.9, Halblaiteraufbau nach Anspruch 7 odar 8 • • 
destens ai„e Kanalto^npensationsgeblet Uas,' 
= -e«..„..„.3„tra..on .at a.. L ^ItZ^^eT .L";, 

rL^tr;;!:aT.:r:L,^x::^-^^^^^^^^ ^ - - ■ ■ 

ladung des ersten Leit«n..«? ^ eangebrachte Gesamt- 

. ^ ersten Leitungstyps -ungefahr gleich amP. ^ ^i- ■ 

dxe xn das .eine Kanalkoxapensationsgebiet (226^ Z 
«.ehrerer Kanalkoxapensationsgebiete (225) f ^-^^ 
sationsgebiete (226) eincTebLr.>,^^ ^ ^ Kanalkompen- 

Leitungatyps. ^"'^^"^^"^^^^ ^---"tladung de3 zweiten 

^e" -.erge.enden W.c.e, ^ 

angeordnet ist. -^^er .Epitaxieschicht (.262)- 

12. Halbleiteraufbau nacH Anspruch 11 hoi ^ ^. ■ 

14. Halbleiteraufbau naoh elnem der vlrh ' 
bei da. das erste Halblaiterg^iet .iraur^""^" ^spruche, 

ernes .eite. ^.e/de^ts'tlti:— ^ ■ 



GEAENDERTES BLAtt' 



, --03-2005 « 

2001P16203WO 

•.■PCT/0EO3/OO9O6 DE0300906 

. 27 .. ; • ■ . 

durch das Substrat (28y verlauft. 

15. Halbleiteraufbau nach tospruch 14, bei dem zvMlndest auf 

■ LIL rT f ,31-, des e„ten Leltungstvps zwischen 

tZlUT ^"'^^ Halblelte.,ebiet ay an.e- 



15 



20 



25 



30 



16. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiteraufbaus nach • 
Anspruch 1 cder eine* der i^apr.u=he 2 bis IS. .It toxZZn' ' 
Verfahrensschritten: ' '-"J-genaen 

a) Ea «lrd ein Halbleitersubstrat (27, bareitgestellt, 

262, M.t e^er Grunddotiarung auf das Halbleit.rsubstrat 
(27, aufgebraoht, wobei- die Epitaxleschicht (262, ein Ka- 
nalgebiet (22,, innerhalb dessen der stro. (i, beein- 
flussbar ist, beinhaitet, und 

lLT,t,T ";:''^*'^°"^<*---9 besti^tes Kanalleitungsge- 
b.et (22S, M.t verglichen ™it der Grunddotierung Mhe!er 
Dotxerung zu^indest i^ Bereich des Kanalgebiets (22, IT 
die Epitaxieschicht (262, iii>lantiert. . 

JT^T "^"^"^ eine weitere iM «e- 

sentlxcben die Grunddotierung aufweisende Epita.ies=hicht 
(261, auf das Halbleitersubstrat (27, aufgebracht „ird, wobei 

strar:2:r ^f^r'^^^^^'^^- '^^ -i->^en deM HaXblei;er:S: 
strat (27, und der Epitaxieschlcht (262,, die das Kanallei- 
tungsgebret (225, beinhaitet, angeordnet ist und die beideri ' 

ITZZ T'^: -''--i- -d (^ereinander 

das Halbleitersubstrat (27, aufgebracht warden. 
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GEAENDERTES BLAt-^ 



